0 



Europalsches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



90 <H3q 



© Numero de pubfication: 



0 186 540 

A1 



© 

© Numero de depot 85402238.1 
© Date de depdt 19.11.85 



DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 

© im ci. 4 : G09G 3/20 



© Priorite: 28.11.84 FR 8418110 

© Date de publication de la demande: 
0247.86 BuUetin 86/27 

© Etats contractants destgnes: 
CH DE GB IT U NL 



© Demandeun L°Etat Franca is, represente par le M»- 
nlstre des P.T.T. (Centre National cTEtudes des 
Telecommunlcettons) 
38-40 rue du General Lecierc 
F-92131 Issy-Les-Moulineaux(FR) 



© 



Inventeur Morln, Francois 

"La Grande Hale*, Granchamps des Fontaines 

44240 La Chapelle S/Erdre(FR) 

irtventeur. Serge nt, Jacques 

14 rue Saint Exupevy 

F-29100 Douartten«2(FR) 

Irrventeun DeUplac*, Stephen 

La Grand*hale 

F-44240 La ChapeDe en Erdre(FR) 



© Mandataire: Mongnadlen, Andre et al 
c/o B REV ATOM E 25, rue de Ponthteu 
F-76008 Parts<FR) 



© Circuit electronlque forme de transistors en couches minces pour commander un dispositif matridei. 



© Circuit etectronique forme de transistors en couches 
minces pour commander un dispositif matricieJ. 

Ce circuit comportant Nxn sorties pour commander Nxn 
lignes d'un dispositif rnatrideJ se caracterise en ce qu'il 
com p rend un circuit de muttiplexaoe (16), forme de N grou- 
pes (G.—Gn) de n transistors n ) success t ts en 

couches minces, un premier registre a decaiage (18) a N 

sorties (P Pn) et un second registre a decaiage (20) a n 

sorties (S lr ...S n ). tes grffles des n transistors (T l .-T ft ) d'un 
merne groupe (Gi) etant connectees a une meme sortie (Pi) 
du premier registre, a cheque groupe (GO correspondent une 
sortie differente (Pi ) audit premier registre (18), la source de 
cheque transistor etant connectee a une bgne (Lj) ou a une 
cotonne (4) differente, le drain du feme transistor (Ti) de 
cheque groupe (Gi) etant connecte a la feme sortie du 
^deuxfeme registre (20), i etant un nombre entier tel que 1 S i 
n. 
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Circuit electronique forme de transistors en couches minces pour commander un dispositrf matriciei 



La presente invention a pour objet un circuit 
electronique forme de transistors en couches minces ser- 
vant a commander un dispositif matriciei. 

De facon plus precise, rinvention se rapporte a un 
circuit electron ique du type registre a decalage servant a 5 
commander sequentiellement les lignes ou les cotonnes 
d'un dispositif matricieJ et en parbcutier les lignes ou tes 
cotonnes d'un dispositif d'aJfchage a cristaux liquides 
(ecran p(8t a matrice active, ecran pour tableau de bord,...), 
des ratines video photosensibles a transistors en couches w 
minces, des senseurs optiques ou des teles de restitution 
pour systeme de telecopies comportant des Ggnes de pho- 
todtodes, des capteurs, ete~. 

Dans le type d'ecran a matrice active, une memoire 
electronique forrnee de points memoire repartis sur touts ta 15 
surface de Pecraa stocke le signal video pendant touts la 
duree de ('image. Un trarisducteur electrooptique, notam- 
ment a crista! liquids, est en contact avec cheque point 
rnemoire et est excite pendant toute ta duree de rtmage. 
Chaque point rnemoire est situe au croisement d'une ligne 20 
et d'une colon ne de connexion et il est constrtue d'un 
transistor en couches minces realise sur un support tsotant 
et d'un condensateur dont tes armatures sent constituees, 
dans le cas ou le transducteur est un cristaJ Bquide, par les 
electrodes de la cellule a crista] Bquide elle-meme, le sup- 25 
port isolant constituent I'une des deux parois de tadite 
cellule. 

Les circuits eiectroniques du type registre a decalage 
envisages pour commander une telle rnatrice active ont ete 
etudies eelon la. technotogie TCM, mais tours cornptexites- 30 
rendaient la realisation pratiquement irrealisabte a grande 
echelle. 

En effet reafiser un registre a. decalage avec des 
transistors en couches minces est tres difficile surtout lors- 
qu'il doit comporter un tres grand nombre d'etages (300 a 35 
500 et meme pi us, salon le nombre de lignes ou de 
cotonnes de r ecran plat) ; aucun defaut n'est tolere. sous 
peine de non fonctionnernem de r ecran. 

Chaque etage du registre a decalage comporte 
generalernent deux inverseurs elementaires et un conden- 40 
sateur servant a memoriser I' ln form a tion video. De plus, 
chaque inverseur est forme d'au moins deux transistors en 
couches minces, disposes en cascade. 

Etant donne que les transistors en couches minces de 
la matrice active sont generalernent realises avec du sili* 45 
cium amorphe, ceux-ci presentent une faible transconduc- 
tance et une forte capacite d'entree, ce qui conduit a 
robtention d'une frequence limite de fonctionnement des 
inverseurs relativernent basse et la piupart du temps 
tnferieure a la frequence de balayage des Ggnes d'un ecran SO 
plat de forte complexzte (300 a 500 fignes). 

Par eilieurs, le fonctiortnement d'un tel registre a 
decalage est tres dependant de rhomogeneite des ca- 
racteristiques des transistors en couches minces d'ou un 
rendement estime relativernent faibta 66 

II a ete aussi envisage de reafiser des registres a 
decalage du type a transfert de charge* tels que les Bucket- 
Brigade-Device (BBD) ou lea Coupled-Charge-Device 
(CCD) en tenronotogie anglo-saxonne, rnoins gourmands en 
nombre de TCM, mais la densHe de defauts dans le sflicium 60 
amorphe a conduit a une ineffcacite du transfert des char- 
ges. 

C'est pourquoi, dans les ecrans plats a rnatrice active 
actuals, les circuits de corn ma nde pe rip heriq u es de ces 
ecrens ne sont pas integres auxdte ecrans, la corn ma nde 6S 
de oes ecrans stent toteJernont assure© par des circuits 



integres standards extemes & I'ecran. Malheureusement 
dans un tei systeme, il faut disposer un grand nombre de 
bottlers sur un circuit imprime connects a I'ecran plat, ce 
qui pose des problemes de connexions complexes et 
delicats, ou bten reporter les circuits integres correspon- 
dents ou puces sur le support en verre lui-rneme, ce qui 
conduit a reaiiser de multiples soudures. 

Dans ces ecrans plats & cornmande exteme, le prix de 
revient de ces ecrans est important en raison du coOt des 
circuits de cornmande et du nombre de connexions a 
reaiiser entre les ecrans plats et les circuits correspondents, 
ou du nombre de soudures a reafiser sur le support de 
verre. On admet en general que rensemble des circuits 
integres peripheriques, e'est-a-dire rensemble des circuitB 
de commence des lignes et des circuits de cornmande des 
coto nn es de r ecran plat represents la moitie et meme plus 
du prix de revient total durjit ecran. 

La presente invention a justement pour objet un circuit 
electronique forme de transistors en couches minces ser- 
vant a cornmander des dispositifs nietrictols et notamment 
des ecrans plats a matrice active permettant de remedtor 
aux differents mconventents cites cj-dessus. 

EHe permet en particuSer de amplifier ta connexion des 
circuits integres peripheriques avec la matrice active tout en 
minimisant le cout de ces circuits et done le prix global des 
ecrans plats par diminution du nombre de ces circuits 
peripheriques. 

En effet, 1'invention a pour objet un circuit electronique, 
servant & commander les lignes ou les cotonnes d'un 
dispositif matriciei, utilisant d'une part- des circuits- Smogi^e—** 
standards extemes au dispositif pour assurer la fonction 
registre a decalage et d'autre part, des transistors en cou- 
ches minces pour assurer la fonction de rnuftiplexage. 

De facon plus precise, rinvention a pour objet un 
circuit electronique de cornrnande a Nxn sorties servant a 
commander Nxn lignes ou cotonnes d'un dispositif matriciei, 
et notamment d'un dispositif d'affichage matriciei, ca- 
racterise en ce qu'tl comprend un circuit de multtplexage, 
forme de N groupes de n transistors succeaa i t s en couches 
minces, un premier registre a decalage a N sorties et un 
second registre a decalage a n sorties, les grBtes des n 
transistors d'un meme groupe etant connectBes a une 
meme sortie du premier registre* a. chaque groupe corres- 
pondant une sortie different© dudit premier registre, la sour* 
ce de chaque transistor etant connectee a une ligne ou a 
une colonne differ ante* le drain du ieme transistor de 
chaque groupe etant cortnectB a la ieme sortie du deuxieme 
registre, i etant un nombre enter tei que 1 S t S n. 

Par dispositif rnatriciei on peut cornprendre un disposjbf 
ne co mp ort an t qu'une figne ou qu'une colonne de com- 
posants. 

Ces circuits electroniques de cornrnande ne cornpren- 
nent que deux circuits irrtegres extemes, qui sont les deux 
registres h decalage, permettant d*afimenter t par fin- 
tBrmediaire du circuit de rnuftiplexage, Nxn fignes ou coton- 
nes d'un dt sp o sitif matriciei et rxxarnrnen t d'un ecran plat h 
matrice active. Ceci permet done de diminuer le nombre de 
ca v wtons a reafiser entre les circuits extemes et recran 
plat einsi que de diminuer to prix de revient de ces ecrans 
plats. 

Lorsque le circuit electronique de rinvention sort a. 
comrnander les Nxn fignes ou tos Nxn cotonnes d'un Ols- 
positif matriciei co m portan t des ttansis Jo r s en couches rrirv 
ces realises sur un meme support taoiant. las transistors en 
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couches minces du circuit de muttiplexage du circuit de 
commande de ['invention peuvent avantageusement etre 
realises sur ledit support et simuttanement aux transistors 
du dtspositif matriciel. 

D'autres caracteristiques et avantages de ('invention 
ressortiront mieux de la description qui va survro, donnee a 
trtre illustrate et nultement limitatrf. Pour plus de date, cettB 
description se refers a la commande des lignes d'un ecran 
piai a matrice active, mais bien entendu ('invention est 
d'appi cation beaucoup plus generate, comme indique plus 
haul 

La description se refere aux figures annexees, dans 
IssqueOes : 

- la figure 1 represents scftematiquement un circuit 
etoctronique, cc^rformernent a P invention, servant a com* 
mander las lignes d'un ecran plat a matrice active, et 

• la figure 2 represente les differents signaux d'entree et de 
sortie du circuit de conunande de ta figure 1. 



Sur la figure 1, on a represente un circuit etectronique 
de commande confonriement a r invention permettant de 
commander Nxn lignes (Tun ecran plat a matrice active, 
portant la reference generate 2. CettB matrice active 2 est , 
formee, de facon clasaque, de ptusieurs cotonnes conduc- 
tress 4 et de Nxn lignes ccnductrices notees Lj, j etant un 
nomore entier allant de i a Nxn. A chaque croisement 
d'une cotonne 4 et d'une ligne Lj est srtue un point memoire 
8 de la matrice active 2, forme (Tun transistor en couches 
minces .10 et d'un condensateur 12,. connectes en serie. 

CettB mathce active 2 comprend de plus Nxn conderv 
sateurs 14, rune des armatures de chaque condensateur 
etant reltee a la masse, r autre a Tune des lignes conductri- 
cos Lj de la matrice 2. 

Selon I' invention, le circuit de commande des Nxn 
lignes corxJuctrices Lj de ta matrice 2 est constitue, d'une 
part d'un circuit de multiplexage, de reference generate 16, 

constitue de N groupes G, G N transistors en couches 

minces, chaque groupe G » com portant n transistors sue- 
cessifs T„...T n . et d'autre part d'un premier registre a 
decalage 18, com portant N sorties, et d'un second registre 
a decalage 20 corn portant n sorties. 

Le circuit de multiplexage 16 comporte un transistor en 
couches minces par ligne conductrice Lj, soit au total Nxn 
TCM ; par ex em pie pour un ecran plat de 320 lignes, on 
pourra prendre N»40 et n • 8. 

Un tel circuit de commande perrnet de diminuer 
consic^rabternent le nomore de connexions a realiser entre 
le circuit de commande et la rnatrice active, ces connexions 
etant ramenees a N + n connexions au lieu de Nxn con- 
nexions pour les dis posals matriciels de Tart anterieur. 

Seton rinvention, chaque Dgne corKtuctrice Lj de la 
matrice active 2 est alimentee par la source d'un unique 
transistor en couches minces ; par exempie la source du 
premier transistor T, du groupe G, est cortnectee a la Dgne 
L„ la source du second transistor T, du groupe G, est 
connectes a la (tgne L, et ainsi de suite et ta source du 
dernier transistor T n du groupe Gn a la ligne I**. 

Les griQes des N tr an sis t o rs consecutifs T,,...T n d'un 
meme groupe Gi sont connectees a une meme sortie Pi du 
premier registre a decalage 18, a chaque groupe corres- 
pondant une sortie difle ie m e Pi dudt premier registre. Au- 
trement dit les grilles des transistors T„ M .T n du groupe G, 



de transistors sont toutes reliees a la sortie P, du premier 

registre 18, et les grilles des transistors T T n du groupe 

Gn de transistors sont toutes reliees a la sortie Pn dudit 
premier registre 18. 
5 Pour les drains des Nxn transistors en couches min- 

ces, ils sont alimentes de facon que le drain du ieme 
transistor T i de chaque groupe Gi soit connecte a ta ieme 
sortie S< du second registre 20, i etant un nombre entier tel 
que 1 £ i 3 n. Autrement drt, les premiers transistors notes 
10 T, de chaque groupe de transistors G,....Gn sont tous 
connectes a la premiere sortie Si du second registre a 
decalage 20, les seconds transistors T, des groupes de 
transistors G„...Gn sont tous connectes a la sortie S2 du 
second registre 20, ~. et les demiers transistors T n des 
75 groupes G lt ~. Gn de transistors sont tous connectes a la 
demtere sortie Sn du second registre 20. 

Sur la figure 2, on a represente les differents signaux 
d'entree et de sortie du circuit de commande de la figure 1 . 
Le signal R(n) correspond au signal de sortie du registre a 
20 decalage 20. le signal R(N) correspond au signal de sortie 
du registre a decalage 18 et le signal L, correspond au 
signal d'entree de ta premiere bgne corxhjctrice de ta ma- 
trice 2. Chaque impulsion de duree r , deiivree par le 
registre 20, correspond au temps d'acces a une ligne 
25 conductrice de la matrice, r etant votstn de 64 us et 
1* impulsion r*. defrvree par le registre 18, est agate a nx r. 

Une irnputsion de tension r, deftvree par le registre a 
decalage 18 qui tonctionne a ta frequence de balayage des 
lignes de r ecran plat, ne sera transmise a une Dgne dudit 
30 ecran que dans le groupe G i rendu passant par ('impulsion 
t\ fournie par le registre a decalage 18. Lorsque les 
transistors en. couches minces -sont bloques,- les fignes 
conBSpondantas de P ecran plat se mairrttennant au niveau 
has grace au condensateur de ligne 14 qui reste charge 
35 pendant toute la duree d'une image sur I'ecran. 

Seton nrrverrtion, lorsque les transistors 10 de la ma- 
trice active 2 sont des transistors en couches minces 
realises sur un support isdant tel que du verre, constituant 
notamrnent Tune des deux parois de recran plat entre 
40 lesqueiJes est dispose le crista! Itquide, les transistors en 
couches minces du circuit de multiplexage 16 pourront etre 
avantageusement realises sur ledit support et simuttanement 
a la fabrication des transistors 10 de la matrice active 2 de 
recran. En revanche, les deux registres a decalage 18 et 
45 20 seront des circuits integres standards, realises 
inoeperKlarnment de ta matrice active 2. 

L'un des precedes utilisabte pour tabriquer les tran- 
sistors en couches minces du circuit de multiplexage 16 en 
meme temps que ceux de ta matrice active 2 a notamment 
50 ete decrit dans une demande de brevet francais n° 
8215499 deposee le 14 septB m bre 1982 au nom du de- 
mandeur et Mtulee "Procede de f ab ric a tion de circuits 
electroniques a base de transistDrs en couches minces et 
de cendensateurs". Comme I'Mique le litre de cette de- 
65 mande, ce procede perrnet aussi ta realisation simuttanee 
des coridensatBurs tats que 12 et 14 de la matrice. 

De facon svnpGfiee, ce procede de fabrication consists 
a deposer, sur un support isotant tel que du verre, consti- 
tuant Tune des parois de recran plat, una couche conductn* 
60 ce trarisparente notamrnent en oxyde d'etain et oHrxfium 
pus une couche de sficium a morphe dope n*. Ces cou- 
ches sont ensuite prwtogravees a raide d'un premier mas- 
que, de facon a realiser : les sources et les drains des 
transistors en couches minces du circuit de multiplexage et 
65 de la matrice, Tune des armatures des condensateurs. 12 et 
14, les coJonnes conductress 4 de la matrice ainsi c^je le 
bus de drains du circuit de muJfylexage 16. 
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On depose ensurte successivement une couche de 
silicium amorphe hydrogene, une couche d'isolant notam- 
ment en oxyde d8 silicium et une couche cooductrice par 
exemple en aluminium puis on realise une photogravure de 
cet empilement de couches, a I'aide d'un second masque, 
de tacon a definir la grille des transistors en couches 
minces du circuit de mufti ptexage 1 6 et de la matrice 2 arnsi 
que les lignes c»nclucthc8s Ljde ladite matnce. 

L'ensembte est ensuHe passive a I'aide d'un depot 
d'une couche d'oxyde de sfliciitm par example, puis on 
realise dans cette couche de passivation des covertures, 
(par photogravure a I'aide d'un troisieme masque), aux 
extremites des lignes conductrices de la matnce, sur les 
grilles des transistors en couches minces du circuit de 
muttipiexage 16 et sur le bus de drains dudit circuit de 
muttipiexage. 

On realise ensurte un depot metallique, par exemple en 
aluminium, puis on photograve cefut-ci a I'aide d'un qua- 
trieme masque, afin de reaiiser les connexions entre le 
circuit de muttipiexage 16 et la matnce active 2, entre le 
bus de drains et tes drains des transistors en couches 
minces du circuit de muttipiexage et entre les grit tes des 
transistors T,,...T rt d'un memo groups Gi de transistors du 
circuit de muttipiexage 16. 

Pour de plus amptes details concemant ta fabrication 
de teis circuits electroniques a base de transistors en cou- 
ches minces et de concensateurs, on pourra se reterer a la 
dernande de brevet citee ci-dessus. 

L'appiication du circuit electronique seion nnvention a 
la commande des fignes d'un ecran plat a matrice active 
n'est bien entendu dortnee qu'a titre d'exempte. En parti- 
culler, le circuit de r invention peut avantegeusement etre- 
utilise pour commander les lignes d'un retine video photo- 
sensible a transistors en couches minces ; un tet retine a 
notamment etB decrit dans la dernande de brevet francaia 
n° 82 04003 deposee le 10 mars 1982 au nom du de- 
mandeur et intitulee "Element rjhotoconductBur en carbure 
de silicium amorphe rtydrogene et cellule de retine video 
utiiisant un tet element". Par aiileurs, le circuit de ('invention 



peut etre utilise pour commander une barrette de photodK> 
des employee en tetecopie, ces r^notodiodes et les tran- 
sistors en couches minces du circuit de muttipiexage etant 
realises sirnuttanement sur un meme support 
5 De tacon generate, le circuit de I'invention peut etre 

utilise pour commander touts ligne de composants 
electron iques du type transistors ou diodes irtfegres, 

Revendlcatlorta 

1. Circuit electronique de commande a Nxn sorties servant 
a commander Nxn lignes (Lj) ou colonnes (4) d'un c&sposiUf 
rnatnoel, et notamment cetles d'un dtsposiUf d'affichago 

75 matriciel (2), caracterise en ce quit cornprend un circuit de 
muttipiexage (16), forme de N groupes (Q.^Qm) de n 
transistors (T lt ...Tn) s ucoasiiato en couches minces, un pre- 
mier registre a decaiage (18) a N sorties (P Ivw Pn) et un 
second registre a decaiage (20) a n sorties (Sn-.Sn). las 

20 grilles des n transistors (T„.„T n ) d'un meme groups (Gi) 
etant connectees a une meme sortie (Pi) du premier re- 
gistre, a cheque groupe (Qi) coTespondant une aorbe 
ditferente (Pi) dudit premier registre (18), la source oe 
cheque transistor etant connectee a une Bgne (L0 ou a une 

25 colonne (4) differente, le drain ou ieme transistor (TO de 
chaque groupe (GO etant connecte a la ieme sortie du 
deuxieme registre (20), i etant un nombre entier tot que 1 5 
iSa 

30 2. Circuit electronique seion la revenojcation 1, servant a 
commander les Nxn lignes ou coJonrtes d'un di spositi f matri- 
ciet (2) compor ta nt dee transistors en couehes rnincee (16) 
realises sur un meme support isotant, ceracterise en ce que 
les transistors en couches minces (T„~.T„) du circuit de 

35 muttipiexage (16) soot realises sirnuttanement auxcfits tran- 
sistors (10) du dispositif rnatriciet sur tedtt support ..... 
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